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Telefunken Transistor AF105

Datasheet

Wechselstrom-MeBwerte, tom, = 25°C, —Uce =6V, —Ic = 0,5 mA

ZF-Verstdrker in Emitterschaltung, zF - 107 MHz

Eingangsleitwert Yie = gie T joCie Gie 1,66 083..33

Ausgang kurzgeschlossen

wCje 6,71 3,36..134

Eingangswiderstand L 600 300...1200
Avusgang kurzgeschlossen Gie

Eingangskapazitat Cie 100 50...200

Ricksteilheit Yre = Qre + jucre Jre 11,1 5..22,2

WCre 1,89 1 34 e 270

Rickwirkungswiderstand g‘ 90 45...200
re
Riickwirkungskapazitat Cre 28 2.4
Yorwartssteilheit Yie = | yfe |- €i®fe  |yfe| 18 15..21
Pfe —=25
Ausgangsleitwert Yoe = Uoe T j0Coe Joe 10 5..20

Eingang kurzgeschlossen

WCoe 223 170...301

Ausgangswiderstand L 100 50...200
Eingang kurzgeschlossen Goe

Ausgangskapazitat Coe 33 25..45
Eingang kurzgeschlossen

Basiswiderstand IBb 20 < 35

,-Frequenz fm?) 30 > 12

itterschaltung gleich 1 geworden ist.
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7) fg.l—Grenzfrequenz ist die Befriebsfrequenz, bei welcher der Betrag des Stromverstarkungsfaktors B in
m
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Wechselstrom-MeBwerte, toms = 25°C, —Ucg =6V, —lc = 0,5 mA
ZF-Verstarker in Emitterschaltung, ZF = 470 kHz
Eingangsleitwert Yie = Gie 1+ jwCie Jie 025 0,125..0,5 mS
Ausgang kurzgeschlossen
wCie 0,352 0,176...0,704 m$
Eingangswiderstand 1 4 2.8 kQ
Ausgang kurzgeschlossen Jie
Eingangskapazitét Cie 120 40...240 pF
Ricksteilheit Yre = Ure + j0Cre Ore <1 usS
©Cre 8,2 59..117 uS
Riickwirkungswiderstand 91 - > 1 MQ
re
Rickwirkungskapazitat Cre 28 2.4 pF
Vorwértssteilheit yte = | yte |- €i®fe | yfe| 18 17..19 mA/V
Pfe =5 ©
Ausgangsleitwert Yoe = Joe T j0Coe Joe 1,43 0715..286 ns
Eingang kurzgeschlossen
wWCoe 9,7 7,35...13,2 us
Ausgangswiderstand 1 700 350...1400 kQ
Eingang kurzgeschlossen Yoe
Ausgangskapazitat Coe 3,33 25..4,5 pF
Eingang kurzgeschlossen
Basiswiderstand réb 20 < 35 Q
fy-Frequenz fp12) 30 > 12 MHz
1 f ‘-Grenzfrequenz ist die Betriebsfrequenz, bei welcher der Betrag des Stromverstarkungsfaktors B in
gmirlersmullung gleich 1 geworden ist.
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Grenzwerie, absolute Maxima

Spannung zwischen Collector und Emitter —Uce 12 '
bei Zge = 30 kQ
Spannung zwischen Collector und Emitter —Uck 25 N

bei kurzgeschlossener Basis-Emitter-Strecke

Spannung zwischen Collector und Basis —Ucgo 25 v
bei offenem Emitter

Spannung zwischen Emitter und Basis —Ueso 0,8 A
bei offenem Collector

Collector- + Emitter-Verlustleistung, Pc.E 30 mW
tamb = 45°C
Sperrschichttemperatur ti 75 °C

max. Abmessungen

roter Punkt
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Gewicht: max.1g
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